@D Exercice 8.1: estimation «sur le pouce»
PURB i T .
de Pefficience ¢lectrique maximale

Estimez Pefficience ¢lectrique maximale

d’une cellule solaire en silicium monocristallin ?

Modele «sur le pouce»:

- Exprimez I’énergie d’un photon solaire typique en eV.
- Estimez le gain d’énergie d’un photo-¢électron en eV.

- Comparez les deux énergies.
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2R Efficience ¢lectrique «monochromatique»

Sun
5)
é Thermalisation
o
Q
N
=
£
S
Z.
Ec
E
; 05 T T 9 7
Wavelength [um] By

P.A. Besse, EPFL Ch.8, p.3, cellules solaires Composants semiconducteurs, 2025



2095 Maximum Efficiency of Solar Cells

o ohe 1124
Energie d’un photon en eV EO p - =T =
Pt [ev] q A
[am]
Spectre solaire = photon typique en vert 2 A =550 nm Eop ;= 2.25 [8 V]
Silicium monocristallin 2 V,,=0.7 V Eel =0.7 [eV]

0.7 eV
2.25eV

n,<31%=
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2R3 Exercice 8.2: influence du gap

Comparons deux cellules solaires avec des énergie de gap différentes.

- La premiere cellule est en silicium monocristallin avec

un gap de E;=1.1 [eV] et une tension de built-in
de V,=0.88 [eV].

- La seconde cellule est en silicium amorphe

avec un gap de E,=1.7 [eV] et une tension de built-in
de V,=1.36 [eV].

Comparez qualitativement les pertes par transparence
et celles par thermalisation
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20983 Efficience quantique et efficience €lectrique
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2R3 Efficience électrique
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20953 Efficience ¢€lectrique solaire: P, =P
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f])afB Maximum Efficiency of Solar Cells
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Influence de I'énergie d du materiel de 1
@D gie de gap du matériel de la
SASB cellule solaire single junction
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PUSB Maximum Efficiency in Standard Conditions
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